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Abstract: This study is devoted to the analysis and measuring method of summarising the impedance
components in cartesian coordinates. Are presented general concepts about the measurement of passive
simulators, synthesis process is considered algorithmic studied simulators. SIM circuits are composed of
floors with linear transfer functions on the basis of operational amplifiers (AO) with Passives and does not
contain nonlinear elements . We executed measurement in MULTISIM circuit, and I attached the result
obtained by the oscilloscope.

Cuvinte cheie: admitanta,simulator de admitantd,impendanta,flotant.

1. Introducere
Simulatoarele metrologice de impedantd (SIM) in coordonate carteziene prezintd circuite, care
asigura reproducerea impedantelor de referintd cu caracter diferit, utilizate la masurarea impedantelor .
Impedanta reprodusd de SIM se exprima in coordonate carteziene cu asigurarea reglarii independente a
componentelor activa si reactiva.

Utilizarea simulatoarelor metrologice ale marimilor electrice pasive in calitate de elemente de referinta
la masurarea impedantei Si admitantei deschide mari perspective pentru imbunitatirea caracteristicilor
tehnice 1n aceasta ramura.

Cele mai importante avantaje caracteristice pentru aceasta sunt:

-Simplificarea algoritmului de echilibrare a circuitului de masurare pind la doua operatlii in cazul
masurarii ambelor componente a marimii pasive(MP)

-Excluderea elementelor reactive reglabile Si cutiilor de reactanta;

-Excluderea comutdrilor in circuitele de masurare,determinatd de variatia tipului Si caracterului de
marimii masurate ;

-Masurarea MP cu orice caracter (activ, reactiv sau complex) Si cu orice circuit echivalent de
substitutie(serie,paralel) fara modificarea structurii circuitului de masurare

-Masurarea MP cu caracter de rezistenta negativa;

-Comanda digital Si automatizarea completa a procesului de masurare;

-Posibilitatea implimentarii ER in circuite integrate;

-Reducerea pretului de cost, dimensiunilor, greutatii aparatajului.

in calitate de ER in masuritoare de impedantd si admitantd se utilizeaza rezistoare, condensatoare,
bobine de inductanti de precizie inaltd. In pofida faptului ca termenul “SMI” defineste un caz particular al
acestor dispozitive, el este utilizat preponderent in tehnica masurarilor, ceea ce se explica prin legatura
univoca intre notiunile de “impedanta” si “admitanta”.

Admitanta este marimea caracteristica curentlui alternativ Si reprezinta raportul dintre curentul ce
trece printr-o portiune de circuit asupra caderii de tensiune pe aceasta.

Y=_=6+jB (1)
o

Simulator de admitantd prezintd un simulator metrologic de marimi pasive comandat in tensiune
si asigurd posibilitatea reproducerii admitantelor virtuale reprezentate in coordonate Carteziene cu reglare
independenta a componentelor activa §i reactiva.

2.Convertor de admitant:i

Simulatorul metrologic de admitantd ofera posibilitatea cresterii considerabile a caracteristicilor
elementelor de referintd.Din punct de vedere functional acest dispozitiv este considerat cu doi poli la care
se reproduce o marime electrica, conctata intr-un circuit extern.
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Figura 1 Structura convertorului de admitantd comandat in tensiune

Convertorul contine: 1-amplificatorul diferential; 2,3 —contactele; 4,5-amplificatoarele programabile;
6-defazorul ; 7-amplificatorul diferential ;8,9-convertoare de tesiune in curent.

Admitanta Y; reprodusa de convertor la clemele 1 si 2 se determina [1]:
Yi=L/U=Kuys- K- (Kz—jM' K1)= Kui- K- K; - jKU/I' K-M-K =G +jBi (3)

Dupa cum rezultd din [8], admitanta Y; reprodusa de convertor la clemele 1 si 2 este exprimatd in
coordonate carteziene in forma de suma componentelor activa G;j si reactiva jBi.

3.Convertor de impendanta comandat in curent

Dispozitivul prezinta SMMP comandant in curent care asigurd reproducerea impedantelor de
referinta cu caracter diferit, utilizate la masurarea impedantelor . Impedanta reprodusa de SIM se exprima
in coordonate carteziene cu asigurarea regldrii independente a componentelor activa si reactiva.
Simulatoarele metrologice de marimi pasive poseda toate caracteristicile necesare pentru utilizare in

calitate de elemente de referintd in impendantmetre. 1
11

1

L ¥

iy 2 ; u
34 U _l
Zi 1

5y / 6 U 1

c
s

R:| 4
IJ_ K2
Figura 2 Structura convertorului de impendantd comandat in curent

Convertorul  contine:1-amplificatorul ~ operational;2,4-dipolul;  3,5-cleme;6,10-amplificator
diferential; 7,8-amplificatoare programabile; 9-defazorul.
Convertorul functioneaza in modul urmator:
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Amplificatorul operational 1 si dipolul 2 cu impedanta R formeaza un convertor de curent in tensiune.

Tensiunea U la iesirea lui este [2]:
U =-TiR+U; @)
unde: I; — curentul de intrare, R —impedanta dipolului 2, U;— caderea de tensiune pe dipolul 4.
Tensiunea Uj la iesirea amplificatorului diferential 10, luind in consideratie (3) si (6), constituie:
5)

U =Ko - Us-Us)=Ka - Ka- (Ki-jM- Ky -R-I
Impedanta Z; reprodusa de convertor la clemele 3 si 5 se determina:
(6)

Zi=Ui/Li=Kg- Kar- (Ki1-jM-Ky)-R

4.Convertor de admitanti flotanti comandat in tensiune
Dispozitivul dat posedd proprietatea de a reproduce impedante flotante comandate in tensiune

reprezentate Tn coordonate polare si este posibil de reglat independent faza Si modulul impedantei reproduse.
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Figura 3 Structura convertorului de impentanta flotantd comandat in tensiune.
Convertorul contine: 1,7-amplificator diferential; 4,5- amplificatoare programabile; 6-defazorul; 8,9-
convertoarele de tesiune 1n curent; 2,3-contacte.
Admitanta Y; reprodusa de convertor la contactele 2 si 3 se determina [3]:
Yi=(Z)'=L/U=Y:.(K2-jKi)=Gi +jBi (7
5. Modelarea SMI in programul MULTISIM
In fig. 4 este prezentat un circuit rezonant paralel modelat in programul MULTISIM. Circuitul este
alimentat de la un generator de tensiune V. In calitate de impedant de masura este utilizat un rezistor
R»=3 kQ si un condesator C;=50 nF, care sunt conectati paralel cu generatorul V; si cu SIM-U. La
osciloscop pe lingd semnalul de dezechilibru se mai conecteaza si semnalul de la generatorul V. Reglarea
componentei active are loc prin modificarea valorii Rs, iar reglarea componentei reactive are loc prin

modificarea valorii Ri»
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Figura 4 Circuitul de masurare in MULTISIM
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Figura 5 Rezultatele studierii circuitului afiSate pe osciloscop
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